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(54)实用新型名称

有机电致发光器件及显示面板

(57)摘要

本实用新型涉及一种有机电致发光器件及

显示面板，有机电致发光器件包括铟锡氧化物阳

极层、铟锡氧化物纳米晶层和发光单元，所述铟

锡氧化物纳米晶层设于所述铟锡氧化物阳极层

上，所述发光单元设于所述铟锡氧化物纳米晶层

上。铟锡氧化物纳米晶是一种稳定的纳米材料，

具有较好的可打印性，透光率大于90％，且由于

量子尺寸效应，铟锡氧化物纳米晶的费米能级附

近的电子能级由准连续变为离散能级，形成不连

续的导带和价带，能隙变宽，功函数增大，从而略

高于铟锡氧化物阳极层的功函数。因此将铟锡氧

化物纳米晶层设置在铟锡氧化物阳极层与发光

单元之间可以降低二者之间的势垒，提升空穴注

入能力，提高有机电致发光器件的效率和寿命。
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1.一种有机电致发光器件，其特征在于，包括铟锡氧化物阳极层、铟锡氧化物纳米晶层

和发光单元，所述铟锡氧化物纳米晶层设于所述铟锡氧化物阳极层上，所述发光单元设于

所述铟锡氧化物纳米晶层上。

2.根据权利要求1所述的有机电致发光器件，其特征在于，所述铟锡氧化物纳米晶层的

颗粒粒径为3nm～15nm。

3.根据权利要求1所述的有机电致发光器件，其特征在于，所述铟锡氧化物纳米晶层的

厚度为5nm～30nm。

4.根据权利要求1所述的有机电致发光器件，其特征在于，还包括基板和像素限定层，

所述铟锡氧化物阳极层设于所述基板上，所述像素限定层设于所述铟锡氧化物阳极层上，

且所述像素限定层设有开口以至少部分暴露所述铟锡氧化物阳极层；所述发光单元设于所

述开口内且覆盖于所述铟锡氧化物纳米晶层上。

5.根据权利要求1所述的有机电致发光器件，其特征在于，还包括阴极层，所述阴极层

设于所述发光单元上。

6.根据权利要求5所述的有机电致发光器件，其特征在于，所述阴极层为铝层，厚度为

100nm～150nm。

7.根据权利要求1～6任一项所述的有机电致发光器件，其特征在于，所述发光单元包

括依次层叠设置的空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层和电子注入层。

8.根据权利要求7所述的有机电致发光器件，其特征在于，所述空穴注入层的厚度为

50nm～100nm，所述空穴传输层的厚度为10nm～40nm，所述电子传输层和所述电子注入层的

厚度为10nm～50nm。

9.根据权利要求7所述的有机电致发光器件，其特征在于，所述发光层为磷光材料层或

荧光材料层，厚度为20nm～60nm。

10.一种显示面板，其特征在于，包括权利要求1～9任一项所述的有机电致发光器件。
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有机电致发光器件及显示面板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及显示技术领域，特别是涉及一种有机电致发光器件及显示面板。

背景技术

[0002] 有机电致发光器件(OLED)由于具有自发光、视角广、对比度高和低功耗等优点，被

应用于新一代手机屏幕、电脑显示器、全彩电视等领域，受到行业的广泛关注。一般来说，有

机电致发光器件各膜层可以通过蒸镀工艺和喷墨打印技术等方法制备。蒸镀工艺即在真空

腔体内加热有机小分子材料，使其气化，通过金属掩膜板在玻璃基板上形成OLED膜层，但由

于真空蒸镀设备昂贵，且无法制备大面积OLED器件，限制了OLED显示器的大规模使用。而喷

墨打印技术具有材料利用率高、不受金属掩膜板尺寸限制等优点，是实现低成本制备大尺

寸OLED显示器的关键技术。近年来，通过OLED材料的提升、打印工艺的改善以及器件结构的

优化，印刷OLED的性能也有了大幅提升。

[0003] 目前，有机电致发光器件的铟锡氧化物阳极层与发光单元之间存在一定的势垒，

因此对于空穴的注入有一定损失，降低了有机电致发光器件的效率和寿命。

实用新型内容

[0004] 基于此，有必要提供一种效率和寿命较高的有机电致发光器件。

[0005] 一种有机电致发光器件，包括铟锡氧化物阳极层、铟锡氧化物纳米晶层和发光单

元，所述铟锡氧化物纳米晶层设于所述铟锡氧化物阳极层上，所述发光单元设于所述铟锡

氧化物纳米晶层上。

[0006] 本实用新型的方案通过增设一层功函数略高于铟锡氧化物阳极层且透明稳定的

铟锡氧化物纳米晶层，降低了铟锡氧化物阳极层与发光单元之间的势垒，提升了空穴注入

能力。铟锡氧化物纳米晶是一种稳定的纳米材料，具有较好的可打印性，透光率大于90％，

且由于量子尺寸效应，铟锡氧化物纳米晶的费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能

级，形成不连续的导带和价带，能隙变宽，功函数增大，从而略高于铟锡氧化物阳极层的功

函数。同时，铟锡氧化物纳米晶因间隙较大，电导率偏低，不适宜直接用作阳极材料，因此选

择将铟锡氧化物纳米晶层设置在铟锡氧化物阳极层与发光单元之间以降低二者之间的势

垒，提升空穴注入能力，提高有机电致发光器件的效率和寿命。

[0007] 在其中一个实施例中，所述铟锡氧化物纳米晶层的颗粒粒径为3nm～15nm。

[0008] 在其中一个实施例中，所述铟锡氧化物纳米晶层的厚度为5nm～30nm。

[0009] 在其中一个实施例中，还包括基板和像素限定层，所述铟锡氧化物阳极层设于所

述基板上，所述像素限定层设于所述铟锡氧化物阳极层上，且所述像素限定层设有开口以

至少部分暴露所述铟锡氧化物阳极层；所述发光单元设于所述开口内且覆盖于所述铟锡氧

化物纳米晶层上。

[0010] 在其中一个实施例中，还包括阴极层，所述阴极层设于所述发光单元上。

[0011] 在其中一个实施例中，所述阴极层为铝层，厚度为100nm～150nm。
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[0012] 在其中一个实施例中，所述发光单元包括依次层叠设置的空穴注入层、空穴传输

层、发光层、电子传输层和电子注入层。

[0013] 在其中一个实施例中，所述空穴注入层的厚度为50nm～100nm，所述空穴传输层的

厚度为10nm～40nm，所述电子传输层和所述电子注入层的厚度为10nm～50nm。

[0014] 在其中一个实施例中，所述发光层为磷光材料层或荧光材料层，厚度为20nm～

60nm。

[0015] 本实用新型还提供了一种显示面板，包括上述有机电致发光器件。

附图说明

[0016] 图1为一实施例的有机电致发光器件的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 为了便于理解本实用新型，下面将对本实用新型进行更全面的描述，并给出了本

实用新型的较佳实施例。但是，本实用新型可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所

描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加

透彻全面。

[0018] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领

域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为

了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“和/或”包括

一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0019] 如图1所示，本实用新型一实施例的有机电致发光器件100，包括铟锡氧化物阳极

层10、铟锡氧化物纳米晶层20和发光单元30。铟锡氧化物纳米晶层20设于铟锡氧化物阳极

层10上，发光单元30设于铟锡氧化物纳米晶层20上。

[0020] 为了降低铟锡氧化物阳极层与发光单元之间存在的势垒，提高空穴的注入能力，

目前一般采用的方法是利用紫外光和臭氧对铟锡氧化物阳极层的表面进行处理，分解表面

残留有机物，激活铟锡氧化物，从而增大其功函数。但是经过紫外光和臭氧处理后2天，铟锡

氧化物的功函数即由5.6eV降至5.0eV，一个月后便会降低至处理前的4.7eV左右，造成有机

电致发光器件在之后使用时，开启电压大幅提高，效率降低，寿命也会有一定程度的降低。

[0021] 本实施例的方案采用了另一种思路，通过增设一层功函数略高于铟锡氧化物阳极

层10且透明稳定的铟锡氧化物纳米晶层20，降低了铟锡氧化物阳极层10与发光单元30之间

的势垒，提升了空穴注入能力。铟锡氧化物阳极层10为传统的非纳米材料，而铟锡氧化物纳

米晶是一种稳定的纳米材料，具有较好的可打印性，透光率大于90％，且由于量子尺寸效

应，铟锡氧化物纳米晶的费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级，形成不连续的

导带和价带，能隙变宽，功函数增大，从而略高于铟锡氧化物阳极层10的功函数。同时，铟锡

氧化物纳米晶因间隙较大，电导率偏低，不适宜直接用作阳极材料，因此选择将铟锡氧化物

纳米晶层20设置在铟锡氧化物阳极层10与发光单元30之间以降低二者之间的势垒，提升空

穴注入能力，提高有机电致发光器件100的效率和寿命。此外，铟锡氧化物纳米晶层20具有

结晶性好、粗糙度低、抗溶剂性强且亲水性好等特点，兼容性强，不影响现有的打印工艺，且

更有利于发光单元30各层的铺展，形成均匀的薄膜，从而提高有机电致发光器件100的性
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能。

[0022] 在一个实施例中，铟锡氧化物纳米晶层20的颗粒粒径为3nm～15nm。在一定尺寸范

围内，纳米粒子越小，能隙越宽，功函数越大，可根据需要选择不同粒径。

[0023] 在一个实施例中，铟锡氧化物纳米晶层20的厚度为5nm～30nm。由于铟锡氧化物纳

米晶层20电导率偏低，因此厚度不宜过厚，以避免降低电极的导电率从而对有机电致发光

器件100的开启电压造成不良影响。

[0024] 可选地，铟锡氧化物纳米晶层20中的铟锡氧化物纳米晶是单分散纳米晶，单分散

纳米晶指尺寸及形状均一、且在特定介质中具有良好分散能力的纳米材料，配体可以是短

链、长链或短链和长链混合配体，其中长链配体包括12个碳原子以上的十二胺、十四胺、十

六胺、十八胺、油胺、三丁基胺、三己基胺、三庚基胺、三辛基胺、三壬基胺、三癸基胺、十一烷

基酸、十二烷基酸、十三烷基酸、十四烷基酸、十六烷基酸、十八烷基酸、油醇和油酸等，短链

配体包括12个碳原子以下的二甲基甲酰胺、四丁胺氢氧化物、短链酸甲酸、乙酸、丙酸、丁

酸、戊酸、己酸、庚酸、辛酸、壬酸和癸酸等。

[0025] 在一个实施例中，使用乙酸锡、醋酸铟作为前驱体，异辛酸和油胺作为反应物，十

八烯作为溶剂，反应温度为200～280℃，常压氮气条件下反应并离心过滤可得到铟锡氧化

物纳米晶。可以理解，铟锡氧化物纳米晶的制备方法不限于此。可选地，将铟锡氧化物纳米

晶与低沸点溶剂如正辛烷、高沸点溶剂如长链的非极性烷烃溶剂和添加剂等配制成浓度为

5～50mg/ml的铟锡氧化物纳米晶墨水，并加入添加剂调节粘度和表面张力，然后通过喷墨

打印技术打印于铟锡氧化物阳极层10上，在5Pa下真空干燥10min，然后再280℃烘烤15min，

即可形成铟锡氧化物纳米晶层20。如此，通过打印的方式形成铟锡氧化物纳米晶层20，工艺

更简单，可降低生产成本。

[0026] 在一个实施例中，有机电致发光器件100还包括基板40和像素限定层50，铟锡氧化

物阳极层10设于基板40上，像素限定层50设于铟锡氧化物阳极层10上，且像素限定层50设

有开口以至少部分暴露铟锡氧化物阳极层10，发光单元30设于上述开口内且覆盖于铟锡氧

化物纳米晶层20上。可选地，像素限定层50的厚度为0.5～2μm。

[0027] 可选地，发光单元30包括依次层叠设置的空穴注入层31、空穴传输层32、发光层

33、电子传输层34和电子注入层35。具体地，空穴注入层31的厚度为50～100nm，空穴传输层

32的厚度为10～40nm，发光层33为磷光材料层或荧光材料层，厚度为20～60nm，电子传输层

34和电子注入层35的厚度为10～50nm。

[0028] 在一个实施例中，有机电致发光器件100还包括阴极层60，阴极层60设于发光单元

30上。可选地，阴极层60为铝层，厚度为100～150nm。

[0029] 如图1所示，本实用新型一实施例的显示面板(图未示)，包括上述有机电致发光器

件100。通过将铟锡氧化物纳米晶层20设置在铟锡氧化物阳极层10与发光单元30之间，降低

了二者之间的势垒，提升了空穴注入能力，提高了有机电致发光器件100的效率和寿命，从

而增强了显示面板的性能。

[0030] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实

施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存

在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0031] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，
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但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技

术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于

本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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图1
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专利名称(译) 有机电致发光器件及显示面板

公开(公告)号 CN208368546U 公开(公告)日 2019-01-11

申请号 CN201821130420.1 申请日 2018-07-17

[标]申请(专利权)人(译) 广东聚华印刷显示技术有限公司

申请(专利权)人(译) 广东聚华印刷显示技术有限公司

当前申请(专利权)人(译) 广东聚华印刷显示技术有限公司

[标]发明人 刘新

发明人 刘新

IPC分类号 H01L51/50 H01L27/32

代理人(译) 林青中

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型涉及一种有机电致发光器件及显示面板，有机电致发光器件
包括铟锡氧化物阳极层、铟锡氧化物纳米晶层和发光单元，所述铟锡氧
化物纳米晶层设于所述铟锡氧化物阳极层上，所述发光单元设于所述铟
锡氧化物纳米晶层上。铟锡氧化物纳米晶是一种稳定的纳米材料，具有
较好的可打印性，透光率大于90％，且由于量子尺寸效应，铟锡氧化物
纳米晶的费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级，形成不连续
的导带和价带，能隙变宽，功函数增大，从而略高于铟锡氧化物阳极层
的功函数。因此将铟锡氧化物纳米晶层设置在铟锡氧化物阳极层与发光
单元之间可以降低二者之间的势垒，提升空穴注入能力，提高有机电致
发光器件的效率和寿命。
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